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１．概要（Summary） 

金属と樹脂のハイブリッド材料は、情報通信、エレクトロ

ニクスを初めとする極めて広範囲の産業分野で利用され

ている。例えば Cu の回路をポリイミド樹脂基板上に形成

したフレキシブルプリント基板などが挙げられる。しかしな

がら Cu とポリイミドは、他金属と比べて密着性が著しく劣

る、という往年の課題がある。打開策として Crのようなポリ

イミドと密着性の高い金属を、あらかじめ界面に形成する

方法は良く知られている [1, 2]。しかし、これらの金属と樹

脂の界面の結合メカニズムに関しては不明な点も多い [1, 

2]。本研究の目的は、上述のメカニズム解明のための模

擬試料として、GaAs や Si などのダミー基板あるいはポリ

イミド基板上に、Al、Cu、Cr などの金属の薄膜の多層構

造を形成する技術の開発である。本報告では、一連の実

験の代表的なものとして、ポリイミド基板上に Cr を成膜し

た検討の結果を報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ・プラズマ CVD装置 

 ・真空蒸着装置 

 ・ドライエッチング装置 

【実験方法】 

 真空蒸着法を用い、市販のポリイミド基板上に Cr の薄

膜を形成した。蒸着は室温で行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した試料の層構造を確認するため、当社にて光

電子分光装置（XPS）及び付属の Ar イオンスパッタ銃を

用い、深さ方向の元素分析を行った（Fig. 1）。この結果

より以下のことが明らかになった：(1) ポリイミド基板上に

厚さ 約 30 nmのCr層が形成されている (2) Cr層は

金属状態ではなく酸化されており、なおかつ、Cr 層の最

表面（大気中の酸素起因と推定）及び Cr/ポリイミド界面

付近（ポリイミドを透過した酸素起因と推定）において、酸

化の程度が著しい。 (1)に関しては、今後断面からの透

過電子顕微鏡観察により Cr 層厚をクロスチェックした上

で、目的層厚に精密に成膜できるよう成膜時のパラメータ

を調整していく。 
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６．関連特許（Patent） 

 特許出願済み。 

Fig. 1 A depth profile of Cr/Polyimide sample 

obtained by X-ray photoemission spectroscopy. 
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